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(4) Spbsob rastu epitaxnej vrstvy ne polovodiZovom materidli pri epitexii z kvapalnej fézy

1l

Vynélez sa tyka spbsobu rastu epitexnej vrstvy na polovodiZovom materifli pri epitexii

z kvapalnej f4zy pouZitim vibrdcif a spadd do oblasti polovodildovej technologie.

Doteraz zndme zeriadenie na vyhotovenie epitaxnych vrstiev pozostdva z nepohyblivej
grefitovej vanidky, v ktorej je umiestnend kvapalné tavenine & pohyblivého drZieka, na kto-
rom je pripevneny polovodi¥ovy materisl, ktory sa pondra do teveniny. Polas chladnutia ta-
veniny na povrchu polovodi¥ového materidlu narestd epitaxnéd vrstva. Je znéme, %e ak sa pri-
vedd vibrdcie do taveniny, tdto sa lepsie homogenizuje, %o obmedzuje poruchy rastu epitax-
nej vrstvy. Doteraz zndme zariadenia privddzeli vibrécie do'taveniny cez nédobu, v ktorej

bola tevenina umiestnens. Tento spésob ddve vys8iu d¥innost v homogenizdcii taveniny, ale
'menej vplyve na bezporuchovy rast epitaxnej vratvy.
Vy%8ie uvedené nedostatky sa odstranuji spéscbom podla vyndlezu.

Podstata vyndlezu spoliva v tom, fe polas nerastanie epitexnej vrstvy se privddzajd

na polovodilovy materidl vibrécie o frekvencii 10 aZ 150 0CO Hz cez Jjeho drZiak.

Vyhodou vyndlezu je, Ze sa ui¥innejdie napoméha bezporuchovému rastu epitaxnej vrstvy,
%o mé priszniv§ vplyv ne elektrické paremetre prechodu medzi polovodiZovym materidlom a na-
rastenou epitaxnou vrstvou.

Na pripojenom vykrese je zndzornené epitaxné zariadenie, vyu¥ivajice spbsob podla vy-

ndlezu.
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Zariadenie sa skladd z kremennej ampule 1, vyhrevného vinutia 2, z grafitovej nddob-
ky 3, z taveniny 4, z nosnej ty%ky 5, z vibrdtora 6, z vibrujicej nosnej ty¢ky 7, z drZia-

ka polovodiZového materidlu 8 a z polovodidového materidlu 9.

Priklad 1

V empule z kremenného skla 1, okolo ktorej je navinutd vyhrevns elektrickd 3pirdla 2,
je umiestnend grafitovd nddobka 3 o priemere 60 mm, v ktorej je tavenina o zloZen{ 90 hmot-
nostnych percent india a 10 hmotnostnjch percent indis-antimonu. Doteraz popisené Zasti su
nepohyblivé. Pomocou nosnej tyéky 5, na ktorej je umiestneny elektromagneticky vibr4tor 6,
sa do taveniny vsiuvaji & z nej vysivajd vibrujuice &asti: vibrujica nosn4 tylka 7, driiak
polovodiZového materidlu 8 a polovodi¥ovy materidl 9. Pracovny priestor je preplachovany
gistym vodikom. Po vyhriat{ taveniny na teplotu 270 °C sa pohyblivy diel, skladajuici sa
2 nosnej tyZky 3, z vibrujicej nosnej ty¥ky 7, z vibrdtora 6, z drZieka polovodi¥ovej do3-
titky 8 a z polovodiZovej dostidky 9 vsunie do taveniny tak, aby sa polovodidovd dostiZka
3 o priemere 20 mm uplne ponorila do taveniny 4. Po¥as chladnutia taveniny 4 z 270 % na
260 °C se uvedie do &innosti pomocou niqufrekvenéného generdtora vibrdtor 6, ktory svojimi
vibréciemi podporuje dokonalejsf{ rast epitaxnej vrstvy. Vzniknut4 vrstva mala hpibku asi
30 um. Po dosiehnutf 260 °C sa polovodi¥ovy materidl vysunie z taveniny. PouZitd vibraZnd
frekvencia bola 450 Ha. Elektricky prikon privddzeny na elektromegneticky vibrdtor bol 10 V.

Priklad 2

Podobne eko v priklade 1 sa pouZilo to isté zariadenie na vytvorenie vrstiev gélia-
arzénu pri pouZit{ taeveniny o zloZen{ 3,6 g gélia a 0,13 g gélia-arzénu pri pouZitej teplo-
te 750 °C s ochladenim na 740 °C a pri pouZiti vibrednej frekvencie 4300 Hz. Vysledkom bola

narestend vrstva gélie-arzénu o hribke 8 um.

Prikled 3

. Podobne ako v priklede 1 sa pouZilo to isté zeriadenie na vytvorenie vratiev gdlia-
arzénu pri pou%iti taveniny o zloZen{ 3,6 g gélia a 0,16 g gdlie-arzénu pri poulitf teploty
780 °C 8 ochladenim na 765 °C pri pouZit{ vibrelnej frekvencie 120 KHz. Ziskala sa tym
vratva gélia-arzénu o hribke 15 pm.

Spdsob podla vyndlezu je moZno pouZit vo v3etkfch pripadoch epitaxného rastu z kvapsl-
nej fézy, ked chceme zdokonelit rast epitexnej vratvy.
PREDMET VYNALEZU

Spbaob rastu epitaxnej vrstvy na polovodifovom materidli pri epitexii z kvapalnej
fézy, vyznadujici sa tym, %e po¥aes narastania epitaxnej vretvy sa privddzaji ne polovodi~

%ovy meteridl vibrdcie o frekvencii 10 Hz a% 150 000 Hz cez jeho drZiak.

1 vykres
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